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(57) Abstract: The invention relates to a method of synthesising a 
crystalline material and to the material thus obtained. The inventive 
method consists in: producing seeds (6) of a catalyst on a substrate 
(2), said catalyst being adapted. to solubilise carbon; growing carbon 
nanotubes (8) from the seeds (6); and producing a layer of a second 
material comprising at least one monocrystalline domain (12) which 
is oriented from a seed (6). The invention also relates to the material 
obtained using said method. The invention is suitable for the synthesis 
of polycrystalline silicon on a glass substrate. 

(57) Abrege : Llnvention conceme un proc^6 de synthese d'un ma- 
teriau cristallin, dans lequel on realise, sur un substrat (2) d'un premier 
materiau, des germes (6) d'un catalyseur adapte pour solubiliser du car- 
bone, on fait croitre des nanotubes de carbone (8) k partir des germes 
(6), et on r^ise une couche d'un deuxieme materiau, comportant au 
moins un domaine monocristaliin (12) orient^ a partir d'un germe (6) 
. L'invention conceme ^galement le materiau obtenu par ce procede. 
Application a la synthese de silicium polycristallin sur un substrat de 
veire. 



WO2005^00n68M 



GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, 
ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TMX 
europeen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, 
FR, GB, GR, HU, IE, IT. LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, 
SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, 
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

Declaration en vertu de la regie 4.17 : 

— relative a la qualite d'inventeur (regie 4.l7Av)) pour US 
seulemen! 



PubUee : 

avec rapport de recherche Internationale 

avant I expiration du delai prevu pour la modification des 

revendications. sera republiee si des modifications sont re- 

gues 

En ce qui conceme les codes a deux lettres et autres abrevia- 
lions, se referer aux "Notes explicatives relatives aux codes et 
abreviations" figurant au debut de chaque numero ordinaire de 
la Gazette du PCT 



